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1 はじめに
LSIの高集積化・高速化に伴い、コア間やシステム間の

オンチップ伝送線路が重要なハードウェアの一つとなっ
ている。オンチップ伝送路は高速であるだけではなく、
小面積・低消費電力であることも重要である。本報告で
は、従来提案されている Capacitively Driven Wire(CDW)
技術 [1, 2]に改良を加えたCapacitively-Resistively Driven
Wire(CRDW)を提案し、シミュレーションにより検討を
行ったので報告する。

2 Capacitively-Resistively Driven Wireの導入
オンチップ RC線路の広帯域化手法として、図 1(a)に

示すようなキャパシティブプリエンファシス技術を用い
たCDW回路が提案されている。CDWでは送信回路 (Tx)
とRC線路の間に配線容量より小さいCsを挿入する。Tx
は容量の小さい Cs のみを駆動すればよいので、小振幅
伝送となり、高速化・広帯域化が可能である。ところが
CDWには低周波数領域で位相が回転してしまうという
問題がある。そこで図 1(b)のようにキャパシタと並列
に MOS抵抗を挿入する CRDWを提案する。抵抗を挿
入することで、低周波の信号は抵抗部分を通るので低域
における位相回転を防ぐことができ、ジッタ特性も向上
する。

3 シミュレーション結果
90 nm CMOSプロセスの適用を想定し、シミュレーショ

ンを行った。シミュレーションに用いた回路を図 2に示
す。RC配線特性は二次元電磁界解析により求めたもの
で、配線層はM9層を用い、配線幅・配線間隔は 0.6 µm、
配線長は 5 mmとした。Txは差動信号生成回路とCMOS
インバータから構成し、受信回路 (Rx)はトランスイン
ピーダンスアンプ (TIA)と差動シュミットトリガー回路
により構成した。同様の構成の CDW回路と CRDW回
路に 5 Gbpsの入力信号を加えた時のアイパターンを図
3に示す。CDWではジッタが 80 psであったのに対し、
CRDW では 25 ps と大幅に改善された。また、最大動
作ビットレートは CDW が 6.5 Gbps であったのに対し
CRDWは 10 Gbpsであった。CRDWに 10 Gbpsの入力
信号を加えた時のアイパターンを図 4に示す。この時の
ジッタは 35 psであった。

4 まとめ
CDWの低域における位相回転を防ぐ手法として、キャ

パシタと並列にMOS抵抗を挿入する CRDWを提案し、
シミュレーションを行った。5 Gbpsの信号入力時におい
て、CRDWは CDWに比べジッタが約 70%改善された。
また、最大動作ビットレートは 50%以上向上した。
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図 2 シミュレーションに用いた CRDW回路
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図 3 5Gbps伝送時のアイパターン

図 4 10Gbps伝送時のアイパターン (CRDW)
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